Сведения об оппоненте
по диссертационной работе Лемзякова Сергея Анатольевича
на тему «Взаимодействие СИНИС-структур с субмиллиметровым излучением»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
по специальности 01.04.09 “Физика низких температур”

I. Фамилия, имя, отчество оппонента:
Кардакова Анна Игоревна
II. Шифр и наименование специальности, по которой им защищена диссертация:
01.04.07 - "Физика конденсированного состояния",
III. Ученая степень и отрасль науки:
кандидат физико-математических наук
IV. Ученое звание:
нет

V. Полное и сокращенное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики», МИЭМ ВШЭ


VI. Занимаемая должность:
научный сотрудник

VII. Почтовый индекс, адрес: Таллинская ул., 34, Москва, 123592
VIII. Телефон: 89851912581


IX. E-mail: akardakova@hse.ru
 

X. Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):
1. N.A. Saveskul, N.A. Titova, E.M. Baeva, A.V. Semenov, A.V. Lubenchenko, S. Saha, H. Reddy, S.I. Bogdanov, E.E. Marinero, V.M. Shalaev, A. Boltasseva, V.S. Khrapai, A.I. Kardakova, and G.N. Goltsman, Superconductivity Behavior in Epitaxial TiN Films Points to Surface Magnetic Disorder,  Phys. Rev. Applied, 12, 054001 (2019).

2. A. Shurakov, P. Mikhalev, D. Mikhailov, V. Mityashkin, I. Tretyakov, A. Kardakova, I. Belikov, N. Kaurova, B. Voronov, I, Vasil'ecskii, G. Goltsman, Ti/Au/n-GaAs planar Schottky diode with a moderately Si-doped matching sublayer, Microelectronic Engineering, 195, 26-31 (2018).

3. N. Titova, A. Kardakova, N. Tovpeko, S. Ryabchun, R. Ozhegov, S. Mandal, D. Morozov, G.M. Klemencic, S.R. Giblin, O.A. Williams, G. N. Goltsman and T.M. Klapwijk, Slow electron-phonon cooling in superconducting diamond films,  IEEE Trans. on Appl. Supercond. 27(4),7779132 (2017)

4. A. Kardakova, A. Shishkin, A. Semenov, S. Ryabchun, J. Bousquet, D. Eon, B. Sacépé, Th. Klein, E. Bustarret, G. N. Goltsman, and T. M. Klapwijk, Relaxation of the resistive superconducting state in boron doped diamond films, Phys. Rev. B 93, 064506 (2016)

5. A. Kardakova, P. C. J. J. Coumou, M. Finkel, D. Morozov, P. An, G. N. Goltsman and T. M. Klapwijk, Electron–Phonon Energy Relaxation Time in Thin Strongly Disordered Titanium Nitride Films, IEEE Trans. Appl. Superc. 25, 3 (2015)

6. I. Gayduchenko, A. I. Kardakova, G. E. Fedorov, B. Voronov, M. Finkel, D. Jiménez, S. Morozov, M. Yu. Presnyakov and G. Goltsman, Response of asymmetric carbon nanotube network devices to sub-terahertz and terahertz radiation, J. Appl. Phys. 118(19), 194303 (2015)

